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Laser semicondutores de heterojuncao dupla (DH) fo-
ram fabricados por crescimento epitaxial em fase 1iguida
(LPE) ligas quaternarias de GaInAsSb sao usadas como regiao
ativa, e ligas de GaAlARsSb como camadas confinantes.

Os lasers podem emitir na faixa de 1,8 & 23 mieros.
e os detalhes da fabricacao, caracterizacao e funcionamento

destes dispositivos sap discutidos.
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A determinagao dos parametros do laser como taxa de bombeamen
to, ganho maximo, perdas intracavidade sao fundamentais para o desenvol
vimento de lasers C.W.. Metodos tradicionais envolvem a troca de elemen
tos opticos que influenciam nas condigoes de operagao do laser, introdu
zindo erros nas medidas. Utilizando-se de um modulador acustooptico in
tracavidade, pode-se similar um espelho de transmissao controlada sem
afetar as condigoes geométricas do laser. Dessa forma, medindo-se o com
parmento:. da potencia de saida em fungao dessa transmissao, pode-se de
terminar os parametros fundamentais e seu comportamento em fungao da po
tencia de bombeio. Em particular, pode-se determinar as perdas do~laser
obtidas numa expressao fechada.
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